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１．概要（Summary） 

ダイヤモンドや SiC 中の欠陥や不純物中の単一スピン

は，室温で操作や検出が可能なため、量子情報処理デ

バイスや超高感度量子センサーの実現に向けて注目され

ている [1,2]。我々は、京都大学ナノテクノロジーハブ拠

点の施設を利用して、ダイヤモンドや SiC 基板上に微細

加工を行い、ダイヤモンドや SiC 中の欠陥や不純物スピ

ンの電気的制御や検出に向けた研究を行なっている。そ

の成果を応用することで、電気的に制御した新規半導体

量子デバイスの実現を目指す。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速高精度電子ビーム描画装置、高速マスクレス露光

装置、厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置、 

【実験方法】 

施設を利用したプロセスと評価 

ダイヤモンドや SiC基板上に、次の手順で微細加工電

極を作製した。1) 厚膜フォトレジスト用スピンコーティング

装置を利用して、HMDS を塗布。2) スピンコータを利用

して、フォトレジストを塗布。3) 高速マスクレス露光装置を

用いて、電極パターンやマイクロ波アンテナを作製。 

施設を利用せずに行なっていること 

電極パターン描画後、電極用の金属蒸着とリフトオフ、

熱処理によって、微細加工電極を作製した。 

作製した試料を当研究室所有の装置を利用して、量子

情報処理デバイスや超高感度量子センサーの実現に向

けた研究を行なっている。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

高速マスクレス露光装置を用いて微細加工によって数

μm間隔の櫛形電極とマイクロ波アンテナを作製した。こ

のサンプルを用いて、NV 中心（窒素空孔中心）の電

子・核スピンコヒーレンスの制御とその電気的検出や SiC

中の欠陥の電子スピン共鳴の電気的検出を行っている

(Fig. 1)。また、電気的な制御による電子・核スピンの初

期化のために、微細加工電極を用いたダイヤモンドへの

スピン注入の研究を行っている。 
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Fig. 1 Electrical contact with an mw 

antenna on SiC. 


